Deney 3: Diyotlar ve Diyot Uygulamalari

Amag:
v Diyot elemanini ve ¢esitlerini tanimak
v' Diyotun ¢alisma mantigini kavramak
v Diyot saglamlik kontrolii
V' lleri kutuplama, geri kutuplama ve gerilim diigtimii.

Arag ve Malzeme:

v Sinyal Jeneratorii
V' DC Gii¢ Kaynagi
v Multimetre
v’ Breadboard
v’ IN4007 ya da esdegeri diyot
v' Baglanti Kablolari
Teori:
A. Diyot

Diyotlar yari iletken malzemelerden imal edilirler ve p-tipi ve n-tipi iki malzemenin bir araya gelmesi ile
meydana gelir. A harfi anot ucunu, K harfi katot ucunu sembolize eder. Asagidaki yapida akimin olusabilmesi
icin elektronlarin harekete ge¢mesi, elektronlarin harekete ge¢cmesi icinde sisteme enerji uygulanmasi gerekir.

p ve n tipi malzemeler kimyasal yolla birlestiginde n-tipindeki ¢cogunluk tasiyici elektronlar birlesme yiizeyine
dogru harekete gecerler. Aradaki ¢izgi ile gosterilen kisim enerji seviyesidir ve elektronlarin yer degistirmesini
engeller. Elektronlarin yer degistirmesini engelleyen bu kisma jonksiyon adi verilir. Jonksiyonun agsilmasi igin
bu bélgede gerilim harcanir. Bu harcanan gerilimin biiyiikliigii malzemeye gore degisir. Silisyum diyotlar icin
0.6V-0.7V araliginda olan bu gerilim Germanyum diyotlar i¢in 0,2V-0.3V araligindadir.
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Bu harcanan gerilime egik voltaji denir. Esik voltaji asildiktan sonra n-tipi malzemeden p-tipi malzemeye
elektron akisi olurken, elektron akisinin zitti yonde akim akist olur.Diyot p ve n-tipi yart iletkenin ayni kristal
yvapida olusturulmast ile elde edilen devre elamanidwr. Diyotlar elektrik akimini tek yonde gegirirler. Diyotun
akimi gegirip gecirmeyecegi gerilimle kontrol edilir.

Diyotun iletime gecip ge¢memesi uygulanan gerilim biiyiikliigii ve polaritesine baghdir. Asagidaki devrelerde
goriildiigii iizere, soldaki devrede oldugu gibi kaynagin polaritesi ile diyotun polaritesi ayni olursa ileri
kutuplama, sagdaki gibi kaynak polaritesi ile diyot polaritesi ters olursa ters kutuplama olur.

Diyotlar ileri kutuplama ve yeterli gerilim uygulanmir ise iletime gecer, ileri kutuplamada yetersiz gerilim
uygulanirsa iletime gegemez. Kullanilan diyot ideal ise elektriksel esdegerde kisa devre, Si ve Ge diyotta diyotun
veri esik voltaji biiyiikliigiinde bir gerilim kaynagi ile gésterilir.



(a) Tleri Kutuplama (b) Geri Kutuplama

Diyotlar ters kutuplamada iken yapildigi maddeden bagimsiz olarak elektriksel esdegerde yeri acik devre olarak
gasterilir ve diyot kesimdedir. Akim gegirmez. Ideal diyoudu ters kutuplamada akim gegirmez olarak kabul
etmemize ragmen pratikte gercek diyorlar ters yonde de de mikroamperler seviyesinde ¢ok kiigiik akimlar
gegirebilir.

B. Diyot Saglamhik Testi
Diyotun saglamlik testi 2 sekilde yapilir:

o Ohmmetre ile; diyot bir yonde kiiciik direng(300Q2-3000Q2) ,problar ters takildiginda ise biiyiik direng
(50kQ-200kQ) gdsteriyorsa saglamdir.

o Polarlama gerilimi ile; digital blgii aletinin diyot kademesinde yapilan 6l¢iimde bir yonde diyot
tizerinde 0.2v-0.95v goriiliir, diger yonde herhangi bir deger 6l¢iilmez ise diyot saglamdir.

C. Diyot U¢larinin Belirlenmesi

o Diyot uglarinin belirlenmesi icin oncelikle fiziki kontrol yapulir. Diyotun bir ucunda gri bant var ise bu
katot ucudur.

o Gri bant silinmis veya goriilemiyor ise ohmmetre kullanilarak 6l¢iim yapilarak belirlenebilir. Diyotun
bacaklari belirlenirken dlgii aleti direng olgme kademesine getirilir ve diyotun uglar: su sekilde ol¢iiliir:
Diisiik direng olgiilen durumda 6l¢ii aletinin siyah probun takili oldugu u¢ katot (<) ucunu, kirmiz
probun takili oldugu u¢ diyotun anot (+) ucunu gosterir.

D. Diyot Kodlamasz:

Tiirkiye ‘de genellikle diyotlarda Amerikan standartlart kullamlir. Buna gore en bastaki rakam malzemenin
cesidini (1 ise diyot, 2 ise transistor) verir. Ikinci harf malzemenin yapildigi maddeyi (N ise Silisyum) verir.
Sonraki rakamlar ise elemanin teknik ozelliklerini verir.



E. Diyot Cesitleri:
Diyot ¢esitleri ve bazi semboller asagida verilmigtir.

anot katod

Tiinel diyot Diyot sembolii
Led diyot
Foto diyot

Kizilétesi diyotu
Schottky diyotlar Isik yayan diyot (LED)
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F. Diyot Kullamirken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Ters dayanma geriliminin iizerine ¢ikilmamalidir.
2.  Maksimum tagima akvmindan daha fazla akim ¢ekilmemelidir.

Kristal diyot
zener diyot — ——

Varikap diyot
Anahtarlama diyotu ﬁ/-‘ —H—

Zener

Bir diyodun yukarida bahsedilen degerlere ve karakteristigine datasheet denilen kullanma kilavuzundan

ulasilabilir. Deneyde kullandigimiz diyodun datasheeti asagida verilmigtir.

G. 1N4001 Datasheet

Typical Performance Characteristics
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Thermal Characteristics

Symbol Parameter Value Units
Pp Power Dissipation 30 w
Raa | Thermal Resistance, Junction to Ambient 50 W

Electrical Characteristics Ty = 25°C unless otharwise noted

Symbol Parameter Value Units
Ve Forward Voltage @ 1.0A K] v
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H. Diyot Modelleri

Diyotun ozelligi direng gibi degildir. Yani V=RI seklinde dogrusal bir baginti yoktur. Diyotun akumu ile gerilimi
arasmdaki bagintu iistel ifadeler iceren karisik bir yapidadur. Bu gergek bagintiyr kullanmak

Hesaplari zorlagtirir. Bu yiizden basitlestirilmis diyot bagintilart ve modelleri kullanilir. Basitlestivilmis

Diyot bagintilarinda belli bir oranda hata mevcuttur. En fazla kullanilan basitlestirilmis yontemler sunlardur:

1. Ideal diyot varsayim:
2. Diyotu sabit gerilim diisiimiine sahip bir eleman varsayimi
3. Diyotu sabit gerilim diisiimii ve seri bagl: bir direng varsayimi

1. Ideal divot modeli:

vp = 0 (kisa devre) . i
< ¢ devr , T
vp< 0 (actk devre) |:> D D
icin devre modelleri — _ i
2. Esik voltaj modeli:
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3. Esik voltaj ve diren¢ modeli:

+ v - / + vp—
P! —OHl|Fww O O
€ __-\\\\. | o + /"\ |
15V = | 1k 15V= 1kQ 15V = j P34
- ip / - - ip.

agik ( dletimde) fapals (kesid,
vp = 0.6 (kisa devre) n j_ s apah (kesimde)
vp< 0.6 (agik devre) |::> VD o \f; o i
icin devre modeleri - - E



Deney Asamalari:
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1. Yukarida belirtilen devreyi kurmadan once diyota saglamlik testi uygulayiniz.
2. Devrenin ¢ikis gerilimini (Vo) ve R direnci iizerindeki akimi (diyot akimini) él¢iiniiz
3.  Kaynagn yoniinii ters gevirerek ayni degerleri tekrar él¢iiniiz ve sonuglar: yorumlayiniz
4. 2. Maddede olciigiiniiz degerler ile V,y =0.7 V icin hesaplama yolu ile buldugunuz degerleri
karsilastiriniz
Sorular:

Zener Diyot ve Schottky diyodu arastiriniz.

Diyot elemanimn saglamlik kontroliinii nasil gerceklestiririz?

Ters kutuplamada diyot nasil davranir?

Datasheet nedir? Baska model bir diyodun datasheetini inceleyiniz.
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